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本論文はこのような背景の下にカルコゲナイト系 (GeXSe1_ X ) 及びテトラヘドラル系(Si) アモルフ
ァス半導体の光電物性を基礎的に究明したもので多くの新知見を得ているが，主なものを例示すると，
? ?? ?A吐
i )アモルファス Gex Se1 - X の光学的バンドギャッフ。は化学量論的組成GeSez に相当する組成比で最
大値を示し，フォト・ルミネッセンスピークの光子エネルギーは組成に無関係で，ほぼ光学的バン
ド幅の半分になりその強度は化学量論的組成の所で最大となることを見出した。また電子及び正孔
のドリフト移動度が化学量論的組成を境にしてGe が多い方では電子移動度が Se が多い方では正
孔移動度が大きくなることを見出した。これらの現象をGe -SeZ の準結晶的 3 次元ネットワークの
形成に関連させて論じている。
i )アモルファスGE>x S e， -x のフォトルミネッセンスの励起スベクトルは光吸収のUrbach tail の所に
最大値をもち，また強い励起光の照射でフォトルミネッセンスの疲労現象が起ると共に新しい光吸
収帯が現れることを見出し，それをSe のダングリング・ボンドに関係づけて考察している。
iii) アモルファスGex Se l _ x の電子移動度の走行時間法による測定で速い成分と遅い成分があること
を見出し，前者は非分散的なトラッフ。制限型バンド移動度であり後者は分散的なホッピング伝導に
よることを明らかにしている。
iv) ズパッタ及びグロー放電で作成した水素化アモルファスシリコン (a -Si) の電子・正孔のドリフ
ト移動度を走行時間法で測定し，スパッタ膜では分散型移動度を示すが グロー放電膜では電子は
非分散型，正孔は分散型移動度を示すことを見出した。さらにグロー放電膜の電子移動度にはカル
コゲン系と同じく速い成分と遅い成分があることを見出し前者は準結晶的 3 次元ネットワークでの
トラップ制限型移動度 後者は低次元アモルファス部分によるポッピング移動度であるとしている。
以上述べたように本論文はアモルファス半導体素子設計上重要な光電子物性に関する多くの新知見
を含み半導体工学上寄与する所が大きしミ。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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